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" Wtérnik symetryczny z programowanym ograniczeniem pradu wyjsciowego

Przedmiotem wynalazku jest wtérnik symetryczny z ograniczeniem pradu wyjéciowego, przeznaczony do
wspdipracy ze wzmacniaczem napigciowym i majacy zastosowanie jako uktad separujacy od obcigzenia. Jest on
szczeg6lnie przydatny przy konstrukgji zasilaczy napigciowych z ograniczonym pradem wyjsciowym.

Znane dotychczas rozwigzania wtérnikéw symetrycznych z ograniczeniem pradu wyijsciowego polega]a na
wykorzystaniu tranzystora pnp i tranzystora npn, ktérych potaczone emitery stanowia wyjscie uktadu. Bazy
tranzystoréw potaczone sa z wejSciem uktadu przez dzielniki oporowe kompensujace spadki napi¢¢ na ztgczach
emiter—baza tranzystoréw. Ograniczenie pradu programuje si¢ przez umieszczenie opornikéw o odpowiednio
dobranej oporno$ci w obwodach kolektoréw tranzystoréw.

Wadg tych rozwiazan jest mata doktadno$¢ programowanego ograniczenia prqdu wyjSciowego oraz jego
zalezno$¢ od napigcia wejsciowego.

Celem wynalazku jest opracowanie wtérnika symetrycznego z programowanym ograniczeniem pradu
wyjéciowego nie posiadajacego wad znanych rozwigzar.

Cel 'ten zostal osiagniety przez opracowanie wtdérnika symetrycznego z programowanym ograniczeniem
pradu wyjsciowego, zawierajacego znany uklad wtérnika emiterowego na tranzystorze pnp z pradowym zasila-
niem emitera oraz znany uklad wtémika emiterowego na tranzystorze npn z prgdowym zasilaniem emitera.
Wejécia obu wtérnikéw sa potaczone i stanowia wejécie urzadzenia. Emiter tranzystora pnp potaczony jest
z anodg diody, ktdrej katoda potaczona jest z wyjciem urzadzenia i anodg diody, ktérej katoda potgczona jest
z emiterem tranzystora npn. Wydajno§¢ pradowa Zrédta zasilajacego tranzystor pnp okresla warto$¢ maksymal-
nego pradu, jaki moze wyptywaé z urzadzenia. Wydajno$¢ pradowa Zrédla zasilajacego tranzystor npn okresla
wartod¢ maksymalnego pradu, jaki moze wplywaé do wyjscia urzadzenia. Wydajnosci pradowe Zrédet zasilajg-
cych emitery tranzystoréw pnp i npn s3 programowane niezaleznie.

Zalet wynalazku jest duza doktadno$¢ programowanego ograniczenia pradu wyjsciowego w szerokim za-
kresie wartosci, co wynika z zasady dziatania urzadzenia. Warto§¢ zaprogramowanego ograniczenia pigdu nie
zalezy od napigcia wejsciowego. Ponadto dzigki zastosowaniu dwu Zrédet prgdowych ograniczenie pradu
wplywajacego do wyjécia urzadzenia jest programowane niezaleznie od ograniczenia pradu wyptywajacego.
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Przedmiotem wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym przedstawio-
ny jest schemat ideowy uktadu potaczen wtdrnika.

Wejscie uktadu WE potaczone jest z bazg tranzystora pnp T, ktdrego kolektor zasilany jest ze Zrédta na-
pu;cla ujemnego -E oraz z baza tranzystora npn T, ktérego kolektor zasilany jest ze Zrédtem napigcia dodatnie-
go +E. Emiter tranzystora pnp T, polaczony jest ze Zrédtem pradowym I, i anodg diody D, , ktérej katoda po-
Iaczona jest z wyjsciem wtdérnika WY i anoda diody D, , ktdrej katoda potaczona jest z emiterem tranzystora npn
T, i ze Zrédtem prgdowymI,.

Do}qczajqc do wejscia WE urzadzenia napigciowy sygnal wejsciowy podaje si¢ go jednoczeénie na wejscie -
wtérnika, zrealizowanego na tranzystorze pnp T, kt6rego emiter zasilany jest ze Zrédta pradowego I, oraz na

> wejécie wtérnika, zrealizowanego na tranzystorze npn T, ktdrego emiter zasilany jest ze Zrédta pradowego I,.

Jezeli prad wyjéciowy wyplywa z wyjécia urzadzenia WY i jego wartoé¢ nie osigga zaprogramowanej war-
todci wydajnosci pradowej Zrédta I, lub, jezeli prad wyjéciowy wptywa do wyjscia urzadzenia WY ijego wartos$é
nie osiaga zaprogramowanej wartosci wydajnosci pradowej Zrédta I, to tranzystory T,, T, oraz diody D, i D,
przewodzg, a napigcie na wyjsciu WY jest réwne napigciu na wejsciu WE z doktadnoscig do réznicy spadkéw na-
pigé na przewodzgcym ztaczu emiter-baza tranzystora i przewodzacej diodzie. '

Jezeli wyptywajacy z wyjscia WY prad wyjsciowy osiggnie warto$¢ réwng wydajnosci pradowej Zrédtal,,
to zigcze emiter-baza tranzystora T, i dioda D, nie przewodza pradu. Prad ze Zrédta I, catkowicie wptywa do
" obcigzenia przez diod¢ D, , natomiast prad Zrédta I, ptynie tylko w obwodzie emitera tranzystora T, . Przy takim .
stanie urzadzenia dalsze zmniejszanie opornosci obcigzenia nie ma wplywu na prad wyjsciowy, napigcie na wyj-

§ciu WY zmienia si¢ natomiast tak, Ze ztgcze emiter-baza tranzystora T, i dioda D, sa coraz bardziej zatykane.

Jezeli wptywajacy do wyjscia WY prad wyjéciowy osiagnie warto$¢ réwng wydajnosci pradowej Zrédta I,
to ztacze emiter-baza tranzystora T, i dioda D, nie przewodza pradu. Prad wyjsciowy catkowicie wptywa do Zré-
dtal, przez diode D,, natomiast prad Zrédta I; ptynie tylko w obwodzie emitera tranzystora T, . Przy takim sta-
nie urzgdzenia dalsze zmniejszanie opornosci obciazenia nie ma wptywu na prad wyjsciowy, napiecie na wyj-
$ciu WY zmienia si¢ natomiast tak, ze ztacze emiter-baza tranzystora T, i dioda D, s coraz bardziej zatykane.

Z powyiszego wynika, ze niezaleznie od wartosci i polaryzagji napigcia wejéciowego warto§é pradu wyjscio-
wego jest ograniczona zaprogramowanymi wartosciami wydajnosci pradowych Zrédet I; iI,.

Zastrzezenia patentowe

1. Wtérnik symetryczny z programowanym ograniczeniem pradu wyjéciowego, zawierajgcy wtérnik emite-
rowy na tranzystorze pnp z pradowym zasilaniem emitera oraz wtérnik emiterowy na tranzystorze npn z prado-
wym zasilaniem ‘emitera, ktérych polgczone wejscia stanowia wejscie urzadzenia, znamienny tym, Ze emiter
tranzystora pnp (T, ) potaczony jest z anoda diody (D, ), ktérej katoda potaczona jest z wyjéciem (WY) wtérnika
i anodg diody (D, ), ktdrej katoda potaczona jest z emiterem tranzystora npn (T,).

2. Wtérnik wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze do zasilania emiteréw tranzystoréw wykorzystuje si¢
zrédta (I,) i (I;) pradowe o niezaleznie programowanych wydajnosciach pradowych.
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